a 2005 0261 1ofl

Inventia se refa la fotografia semiconductoare si poate fi utilizatd in holografie, pentru multiplicarea informatiei optice
(holografice sau analogice), in metodele de testare laser.

Este cunoscut procedeul de inregistrare a interferogramelor biexpozitionale si holografice pe un purtator
fototermoplastic in varianta de inregistrare izotermica biexpozitionald. La prima inregistrare, PFTP imprima pe stratul
sdu termoplastic holograma obiectului nedeformat. in pauzi obiectul se incarcd, apoi se efectucaza cea dea a doua
inregistrare pe stratul termoplastic [1].

Dezavantajul consta in aceea ca un astfel de procedeu de Inregistrare utilizeaza un singur mecanism de inregistrare si,
de obicei, se foloseste pentru orice mediu de inregistrare, iar prima erodare a interferogramei conduce automat la
erodarea hologramei obiectului-etalon, fapt extrem de nedorit.

Mai este cunoscut procedeul de inregistrare a doua fronturi de unde pe doua placi foto diferite. La utilizarea unui numar
mare de placi foto este posibil de a studia diferite stari ale obiectului prin metodele de comparatie holografica cu frontul
de unde, care se pastreaza pe una din placile foto [2].

hologramelor-placilor foto si ale calitatii elementelor instalatiei holografice, precum si un consum prea mare de placi
foto, constituie niste deficiente substantiale.

Problema consta in elaborarea unui procedeu reversibil de inregistrare a imaginilor optice, care permite de a lucra
comod §i mai putin costisitor, de a compara prin metode nedistructive diferite stari ale obiectului cu cea initiald
(obiectul etalon).

Procedeul, inlatura dezavantajele mentionate mai sus prin aceea cd constd in proiectarea din partea substratului
transparent al purtitorului fototermoplastic multistrat. Inregistrarea imaginii primare si se efectueazi in regim
fototermoplastic pe suprafata stratului termoplastic, iar imaginile ulterioare se inregistreaza prin metoda reversibila a
schimbarilor fotoinduse in semiconductorul calcogenic sticlos, totodatda imaginea se pastreazd concomitent pe stratul
termoplastic.

Inventia se explica prin desenele din fig. 1...3.

Exemplul 1 este ilustrat in fig. 1, care demonstreaza dependenta eficacitétii difractionale de frecventa spatiald a retelelor
incrucisate (curba 1 - pentru stratul semiconductor calcogenic sticlos SCS si curba 2 - pentru cel termoplastic TP).
Exemplul 2, pentru ilustrarea procedeului propus de Inregistrare a fost utilizat purtatorul fototermoplastic PFTP, care
prezintd o structurd multistrat: un suport flexibil din lavsan, un electrod metalic semitransparent (coeficientul de
permeabilitate este egal cu 60% pentru A=0,63 pm), deasupra caruia este depus (prin metoda de evaporare termica in
vacuum) un strat fotosensibil de SCS (semiconductor calcogenic sticlos) — o solutie solidd de (As;S3)o3(As2Se3)o.7, un
strat termoplastic de butilmetacrilat cu acrilonitril in relatia 50:50(BMA-50) este dizolvat in tuluol si in faza lichida se
depune pe fotosemiconductor. Grosimea acestor straturi este egala respectiv cu 75 pm, 102 pm, 1,8 pm si 0,8 pm.
Laserul He-Ne (A=0,63 um, P;,;=24 mW). in calitate de obiect a fost utilizata o lentild cumulativa (F=70 mm). Alegerea
acestui obiect permite destul de usor de a obtine interferograma obiectului fazic prin schema Late — Upatniex si usor
poate fi interpretata. La inregistrarea frontului de unda-plan (din partea substratului de lavsan) in timpul primei expozitii
(conditia necesara a interferometriei obiectelor fazice), care se efectueazd in regimul de inregistrare fototermoplastic
(t=5s, T=65°C, U=6 kV) se formeazi o retea holografica difractionald (RHD), la care primul maximum difractional este
demonstrat in fig. 1. Stratul SCS in timpul acesta (inregistrarea in 5 secunde) neinregistrabil. Inainte de cea de a doua
expozitie in fluxul laser este amplasat obiectul — o lentild colectoare (metoda de interferometrie a obiectelor fazice).
Distanta intre PFTP si lentild este egala cu 2F. In timpul celei de a doua expozitii, care a fost efectuati in regim de
transformari fotostructurale in stratul de SCS al PFTP se formeaza holograma sursei punctice — lentila holografica.

in fig. 2 se demonstreazi reconstruirea a doua imagini holografice — al frontului planar al RHD si a frontului de unda
disipat al lentilei holografice (distanta intre PFTP si ecran >>2F). in cazul, cand frecventa spatiald a RHD intra in
diapazonul de frecvente spatiale ale spectrului lentilei holografice, atunci se observa o scadere (interferograma
obiectului fazic din fig. 2 b).

Dupa erodarea termica (sau de lumind) a schimbarilor fotoinduse in SCS, la temperaturi mai joase de temperatura de
sticlare a stratului termoplastic utilizat (pentru pastrarea imaginii de relief pe stratul termoplastic) purtitorul este
pregatit pentru a inregistra noi stari ale obiectului (sau alte obiecte). Concomitent imaginea etalonului pe materialul
termoplastic poate fi pastrata ani intregi, iar la necesitate poate fi total erodata in cateva secunde.

Procedeul permite majorarea calitatii si informativitatii cercetérilor optice nedistructive, simplificarea considerabila a
metodei de derulare, micsorarea consumului de purtitor al informatiei optice. Acest fapt se datoreaza inregistrarii
reversibile consecutive (mai bine de 2 ori) a imaginilor inregistrarii reversibile Tn semconductori calcogenici sticlosi a
starilor multiplu variate ale obiectului si concomitent a pastrarii In unul §i acelasi purtator pe stratul termoplastic,
anterior inregistrate in regim fototermoplastic, a uneia din starile anterioare ale obiectului, de exemplu a celei initiale
(obiectul-etalon sau neincarcat).



